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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面と当該上面とは反対側の下面とを有し、当該上面の全体に活性領域を備えるウェー
ハから、複数のスクライブラインで区画される複数の半導体チップを得る半導体装置の製
造方法であって、
　当該ウェーハの下面と当該ウェーハの端部における当該活性領域とを電気的に接続する
第１金属層を形成する工程と、
　当該複数の半導体チップそれぞれの周辺領域、および当該複数のスクライブラインの周
辺領域それぞれにおける当該活性領域を不活性化する工程と、
　当該ウェーハの上面に絶縁膜を形成する工程と、
　当該半導体チップそれぞれの当該周辺領域以外の領域の当該絶縁膜、およびそれぞれの
当該スクライブラインの当該周辺領域以外の領域の当該絶縁膜にプラズマエッチングによ
り開口を形成する工程と、を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１金属層を形成する工程は、前記ウェーハの下面に対して行う蒸着法またはスパ
ッタリング法を含む請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　当該開口を形成する工程において、当該第１金属層は接地電位に接続される請求項１ま
たは２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　当該開口を介して当該活性領域に接触する第２金属層を形成する工程を含む請求項１～
３のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
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　当該それぞれのスクライブラインに沿って当該ウェーハを切断する工程を含み、
　当該切断する工程は、当該それぞれのスクライブラインにおける当該活性領域を除去す
る請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
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